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 グラフェンの発見以降，原子層間に働くファンデルワールス力を利用した層状化合物のヘテロ

構造が盛んに研究されている。我々は劈開法と転写法を用いて MoS2 と Graphene(Gr)のヘテロ接

合を作製し（図１(a)），105という高い電流値変調比の縦型 FET素子を実現し前回報告した。大き

な ON-OFF比が得られている理由として、Grと MoS2界面のショットキー障壁の高さがゲート電

圧により大きく変調される事が考えられる（図１(b)）。ゲート電界により電子がドープされると

Gr の Fermi 準位が上昇してショットキー障壁が低くなる（ON）。逆に Gr に正孔ドープされると

障壁は高くなり電流は流れにくくなる（OFF）。我々は，素子を流れる電流値の温度依存性を測定

しアレニウスプロットを行った（図２(a)）。さらにその傾きからショットキー障壁の高さを算出し

た（図２(b)）。その結果，実際にゲート電圧によりショットキー障壁の高さが 300 meV 程度変調

されていることが確認された。講演では，Graphene/MoS2からなる縦型 FETの特性とともに，MoS2

の膜厚を系統的に変えてショットキー障壁の高さの膜厚依存について報告する。 

 

ほ図１ (a)デバイス構造(MoS2：21層) 
	
 	
 	
  (b)Gr/MoS2/Tiのバンド図 
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ほ図２ (a)アレニウスプロット(VB = 0.1V) 
	
 	
 	
  (b)実験から算出されたバリア高さ 
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